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Abstract (en)
1. A monolithic integrated circuit, in which components are formed in a doped substrate by differently doped regions, and in which the substrate is
firmyl connected to that pole of a supply voltage source which causes the junction between the component and the substrate to be in the blocking
state, characterized in that on the occurence of a voltage external to the supply voltage such that the junction would become conductive, the
substrate (9) is connected approximately to this voltage.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine monolithisch integrierte Schaltung, bei der das Substrat mit demjenigen Pol einer Batterie verbunden ist,
der bewirkt, daß der Übergang zwischen den Bauelementen und Substrat sperrt. Um auch beim Auftreten äußerer Spannungen außerhalb der
Batteriespannung in der Art, daß der Übergang leitend würde, Leckströme und damit Spannungsverfälschungen zu vermeiden, ist erfindungsgemäß
vorgesehen, das Substrat (9) in diesem Fall an die äußere Spannung anzuschließen. Das kann über einen Transistor (T33) geschehen, wobei
gleichzeitig die Verbindung zur Batterie über einen Widerstand (R6) erfolgt.
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